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La pfesénte in&encibﬁ se’refiere'; perfecciona-
mientos en los que se utiliza Eotopransistores, y mas parti-
cularmente, aunque no exclﬁsivamente, a circuifos de dispa-
10 optoelectrénicbs utilizables en sistemas de ignicibn,
sistemas de inyeccidn de combustible y sistemas para la me--
dicidn de velocidades y distancias, | |

En todos los Sistémas menciona@os anteriormente
se utiliza uh fototransistor que recibe radiacién de una
Puente de la misma, a través de las rendijas o aberturas de
un elemento opaco, provisto de aletas o'de aberturas y que
es hecho girar en sincroniémo éog el motor. Asi el fototran-
sistor es-puesto en estado de conduccién cada vez que un
haz de radiacidn cae sobre un area que constitﬁye su unidn
colector-base, y es vnelto no conductor cuando la radiacidn
es inter?umpida por el elemento opaco. Tales sistemas que
utilizan una fuénte de radiacién infrarroja en forma de una
lampara de arseniuro de galio, son bien conocidos por las
descripciones de las patentes inglesas nimeros: 1 219 833;

1 244 630; 1 289 210; 1 330 453; 1 351 049; 1 410 782;
1 417 857 y 1 420 814, de la propia’solicitante,

| Se ha encontrado que si él fototransistor es irra-
diado excesivamente se sobresatura con ;é consecuencia de
que su velocidad de conmutéciéh es baja cuando la radiacibén
cae a Cero. Bajo estas condiciones de fuerte irradiancia,
la tensidn de saturagiénAcolector-emisor»del fototransistor
cae por debajo de uﬁ valor dado; tipicamente 300 mV. -

Es, por tanto, un objeto de la presente invencién

el evitar que el fototransistor alcance el estado de sobre-
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saturacibn. 7
De acuerdo con un ‘primer aspecto de la presente

invencibén se ha previsto, en combinacibn: Un fototransistor

dispuesto para ser commutado a alta velocidad entre un es-

tado saturado y un estado de no conduccibén mediante el in-
terrumpir la radiacién aplicada'a su unidn colector-base, y
medios para impedir que la tensibén en el electrodo colector
del fototransistor caiga por debajo de un nivel dado como
consecuencia de la sobresﬁturécién producida por una irra;
diacién excesiva. '
| De acuerdo con otrd aspecto de ia presente inven=
cibén se proporciona un circuito disﬁaraéor optoelectrénico
que incluye: Un Eototransistor;-una fuente de radiacibn, y
medios interruptqreg de la radiacibdn, los cuales dejan pa=—
sar los haces de radiacién de la fuente al fototransistor y
los interrumpeﬁ, alternafivémente, en cuyo circuito se ha
previsto medios para impedir qﬁe la tensibén en el electrodo
colector del fototransistor caiga por debajo de un valor
predeteminado, como résultado de 1la sobresaturacidn produ=
cida por una irradiacién excesiva.

Preferiblemente estos medios estin formados por un

diodo schottky, que es conectado en el sentido directo en-

"tre los electrodos bése y colector del fototransistor.

El circuito disparador'pueQe‘ser:utiliza&o en el
campo de los sistemas de ignicibn por chispa, en sistemas
de inyeccibn de combusfible v en la medicién de la velocidad
y/o la distancia recorrida por un vehiculo de carretera,

La presente invencidn sera descrita ahora con ma-
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yor detalle, a modo de ejemplo, con référéncia a los dibu~
jos adjuntos, en los cuélés: | :

La Eiéura 1 es el.diagrama de circuito de parte
de un disparador optoelectrdnico que“ihcorpora los médioé

para impedir que la tensidn en el electrodo colector del fo-

- totransistor caiga por debajo de un valor dado, y la figura

2 es el diagrama de circuifo'de,un sistema de ignicibén que

incorpora el dispositivo_representado en la figura.1.
Haciendo‘reféféncia.priﬁeramente a la figura 1,

el disparador optoelec&fénicd incluye una limpara de arse-

niuro de galio -1-,'unvfotqtransistor'-z-, un disco perfora~

do -3-‘que es hecho giraf alrededor de un eje =5=, resisto-

res -=Rl= y =R2= ¥ un diodo Schottky —~Sp-. Este Qiltimo esté

conectado en el sentido directo entre los electrodos base y

.colector del Eoto?ransiétor -2=. La saTrida del circuito dis=

parador es tomada del electrodé colector del fototransistor.

Las caracfefisticas principales del diodo Schottky
son, en primer lugar que es un diodo de metal portador ma-
yoritario/semiconductor que no tiene capacitancia de alma=
cenamiento de carga, de forma que es capaz de commutar muy

rapidamente, y en segundo lugar que conduce tipicamente a

.0,3 = 0,4 Volt, mientras que un diodo ‘PN semiconductor or-

dinario conduce tipicamente a 0,7 - 0,8 Volt.
De acuerdo con ello, si la tensidn en el electro-

do colector del fototransistor o cae a un nivel dado du~

-rante la .sobresaturacidén, con la consecuencia de una conmu=

tacidn perezosa, el diodo SCHBttky conduce, suprimiendo par-

‘te del mando en el electrodo base del fototransistor, Asi



16

15

20

25

la presencia del diodo Schottky impide que el fototransis—

tor resulte sobresaturado a causa de una irradiacién exce-

siva, y reduce el tiempo de commutacidén del fototransistor,
particularmente el tiempb de'corte, de, tipicamente, 60 mi=
crosegundos a, tipicamente 6 mic¢rosegundos.

En una Eofma.altérnativa, en lugar de proveer el
diodo Schottky =SD=, el fotétrgnsistor puede ser impedido
de volverse sobresaturado a causa de la irradiacidn excesi-’
va, mediante un diseflo apropiado de la pulga del fototran=-
sistor, de manera que éuando'la irradiacidén exceda de un
nivel dado, la corriente que‘se'presenta a causa de la i-
rradiacibn-del 4rea de base'pase al 4rea de colector y via
la unidn colector - emlsor, de manera que algo de la foto—
corriente no es ampliflcada. .

Un ejemplo tipico de sistema de ignicibn optoe-

lectrénico en el que 'se utiliza el diodo Schottky, es el

' representado en la figura 2, que corresponde al diagrama de

circuito del sistema de ignicidn optoelectrdnico descrito
en la solicitud de patente inglesa. ne 6028/75 de la propla
solicitante. El diodo SChottky -SD-~, que esta conectado en
sentido directo entre los electrodos base y colector del
fototransistor =2-, impide que este ﬁitimo ileguq a sobre- .
saturarse debido a una irradiacién-excésiﬁa por la lémpara
de arseniuro de galio ~1~; . . : .

El diodo Schottky también puede ser utilizado'en
los circuitos descritos en cualquiera o varias de 1a§ Sie
guientes patentes inglesas: 1 219 833; 1 244 630; 1 289 21 0;
1330 453; 1 351 049; 1 410°782; 1 417 857 y 1 420°814.
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REIVINDICACIONES

1. Perfeccionamientos en circuitos provistos de
fototransistores, caracterizados Por el hecho de disponer,
en combinacidn: Un fototransistor arreglado para ser conmu=

tado a alta velocidad entre un estado de saturacidén y un

" estado no conductor por interrupciéﬁ ae una radiacidén apli-

cada a su unién colector - base, y ﬁedios péra impedir que
la tensidn en el 91ectr6do cblector del fotorransistor cai-
ga por debajo de un nivel dado, como resultado de una sobre-
saturacidn producida por una éxcesiva irradiacién.

2. PerfeCC1onam1entos en czrcumtos provistos de

'fototran51stores, segin la reivindicacidn 1, caracterizados

por el hecho de que los 1nd1cados medios son un diodo
schottky que se halla conectado en el sentido directo entre
los electrodos base y colector del fototransistor,

3. Perfeccionamientos en circuitos provistos de

fototransistores, segln la.reivindicacidn 1, especialmente

un circuito disparador optoelectrdnico, caracterizado por

el hecho de comprender, en combinacién: Un Eototfansistor,

una fuente .de radlac16n y medios para 1nterrump1r esta ra-

. diacidn, que permlten a 1os haces. de radlaC16n de la fuente

' pasar hacia el fototransistor y cortaplos respecto a este

fltimo, respectivamente, habiéndoée previstb medios para inme
pedir que la tensibdn enfel electrodo colector del fototran-
sistor caiga por debajo deiun nivel dado como consecuencia
de la sobresaturacién_broducida por una irradiacién excesi-

Vae



. 4. Perfeccioﬁamiéntos en ‘circuitos provistos de
fototransistores, zaradterizados Por el hecho de que dichos
medios son un diOdO.SChOttky que se halla conectado en el
sentido diréctd éntre los eiecﬁrodos base y colector del
fototransistor. |

5 'Perfeccionamientos en circuitos provistos de
Pototransistores.

La presente memoria descriptiva consta de siete
hojas foliadas, éscritas'a méquina por una .sola Cara.

Barceloné,-4 de noviembre de 1977
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